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図 1. (a) FSR=400GHz の Q 値と消光比の波長依存性 

(b) HPO のスペクトル  

窒化シリコンリング型光共振器からのハイパーパラメトリック発振の観測 
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窒化シリコン(SiN)は、光通信波長帯において非線形光学効果を利用したデバイスを構築する上

でシリコンとは異なる魅力的な光学的性質を有している[1]。特に SiN 導波路型高 Q 値光共振器に

おける光 Kerr コム[2]は、広帯域にモード間の位相が安定したパルス出力を連続波(CW)光励起で

実現できるため、スペクトル操作が容易な周波数間隔の広く(>100 GHz)、組み込みが容易な小型

な周波数コム光源として応用が期待される[3]。本発表では、Ligentec-VLC photonics 社の光ダマシ

ンプロセス[4]を用いたファウンドリで作製された SiN 導波路型リング光共振器の評価を行い、ハ

イパーパラメトリック発振(HPO)を観測したので報告する。 

デバイスは下部クラッド SiO2層 4 m、コア層 0.8 m、リング幅 1.6 m、上部 SiO2 クラッド層

3 u m で、自由スペクトルレンジ(FSR)がそれぞれ 100, 200, 400 GHz となるようにリング共振器長

を設計した。マルチモード領域の強い光閉じ込め効果によって、SiN 導波路は波長 1550 nm にお

いて低損失（~ 0.1 dB/cm）かつ、共振器ソリトン[2]励起に適した異常分散を呈するようになる一

方、リング共振器へクリティカルカップリングを実現することが困難となる。そこで、バス導波

路幅を狭くした非対称結合器を利用することで、波長 1550 nm において Q 値>106、消光比 >10 dB

が得られた(図 1(a))。強励起実験では共鳴線の短波長側から波長可変レーザ（線幅 400 kHz）を波

長掃引(~4 nm/sec)すると、自発的四光波混合の結果として HPO が観測された(図 1(b))。HPO の波

長帯域及びその持続時間は掃引停止波長に強く依存する。前者は熱的な共鳴構造のシフトにより、

励起効率が掃引停止波長に依存するこ

と、後者はレーザの発振波長の安定性に

律速していることが考えられる。 
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